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【はじめに】 n-GaNのトラップに関しては多くの報告がなされているが[1,2]、p-GaNのトラ

ップに関しては今後の課題である。前回、我々は n
+
-GaN 基板上に MOCVD により成長させ

た p
++

p
-
n

+接合を用い、p-GaN 層中の正孔トラップに関して報告した[3]。今回、同構造を用い

p-GaN層の電子トラップの評価を行ったので報告する。 

【実験方法】用いたダイオード構造は、p
++

([Mg]=8x10
19

 cm
-3

)/p
-
([Mg]=2x10

17
 cm

-3
)/n

+
([Si]=1x10

19
 

cm
-3

)/ n
+
-GaN基板である。オーミック電極は、n

+
-GaN基板上には Ti/Al、p

++
-GaN上には Ni/Au

を用いて作製した。順方向バイアスパルスを用いた容量 DLTS 測定により、p
-
-GaN の電子ト

ラップの評価を行った。 

【実験結果】 図 1に、DLTS信号を示す。Mgアクセプタ凍結のため、容量 DLTS信号は 200 

K 以上で示してある。少数キャリア注入による DLTS 信号には、正ピークとして前回報告し

た正孔トラップ Hc (0.46 eV)、Hd (0.88 eV)に加え、測定温度を 550 K まで拡張したことにより

正孔トラップ He (1.00 eV)、Hf (1.30 eV)が観測された。電子トラップとしては、負ピークとし

て E3’(0.57 eV)が観測された。 

 前回の発表で、正孔トラップ Hdは n-GaNで観測される正孔トラップ H1 と同じトラップで

あり、炭素関連欠陥であることを示した[3]。今回 p-GaN で観測された電子トラップ E3’は、

n-GaNで観測される電子トラップ E3(0.57 eV)に活性化エネルギーが一致している。図２に、

E3’,E3 の放出時定数のアレニウスプロットを示した。両者間でほぼ一致しており、同一トラ

ップの可能性が強い。 

 n-GaNで観測される H1 と E3にはトラップ濃度で逆相関の関係が示唆されている[4]。現在

Hdと E3’の濃度の相関について検討を行っている。 
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Fig.2, Arrhenius plot Fig.1, DLTS spectrum 
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